"*’\‘h * »}
FE U P DEEC > DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELECTROTECNICA E DE COMPUTADORES M

Electrénica 2 - 2005-06 2? parte - Electrénica de Poténcia 12 chamada
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Sem consulta. Duracdo: 45m. Cotacao das alineas: uniforme.

1. Considere a utilizagdo de um tiristor convencional num conversor electronico de poténcia. O

tiristor apresenta como principais caracteristicas eléctricas: Vpry=800 V, Vrry=800 V, Ir41)=7.5 A,

IT(RMS)=12 A, ]TSMZIOO A, VGTZI.S V, IGT:20 mA, P(}(aV):O.S W, PG(MAX):5 W.

a) Represente graficamente a caracteristica estatica (Vr, It) do tiristor (bloqueado e em
conducao). Justifique.

b) Especifique as caracteristicas eléctricas do sinal de comando de gate de um tiristor.
Justifique.

2. Considere um transistor unipolar de poténcia (MOSFET) em que algumas das principais
caracteristicas eléctricas sao: Vpss = 600 V, Rpsion) = 385 mQ V, Ip=16 A, Ipy=60 A. A caracteristica
de area de funcionamento seguro € mostrada na figura 1.

a) Defina area de funcionamento seguro de um transistor unipolar.

b) Admita que a tensao de comando do transistor é gerada por um sinal de corrente constante.
Explique de forma sucinta os mecanismos fisicos que justificam a forma de onda da tensao
Vs ilustrada na figura 2.
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3. A figura seguinte representa o esquema base de um circuito de interface de um transistor
bipolar de porta isolada (IGBT).
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a) Explique de modo sucinto o
funcionamento do circuito de
interface.




